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二次元磁性体 La5Mo4-xCoxO16の磁化の長時間緩和現象 

 
 La5Mo4O16は，ab面ではMoを中心に持つ八面

体MoO6が頂点を共有することで一つの面をなし，

その面が層状に積み重なっている。また隣り合う

面の間はMo2O8の dimerによって繋がっている。

磁気構造は面内でMo4+(s=1)Mo5+(s=
2

1
)がフェリ

磁性秩序を示し， dimer部分が low spin状態で非

磁性体となることにより二次元性が強い構造とな

っている。またこの物質は，特徴的な磁気抵抗を

示すことが知られていた[1]。さらに，Moの一部

をCoに置換したLa5Mo4-xCoxO16はCo置換量を増

やすと，反強磁性転温度(TAF)は減尐するにもかか

わらず，強磁性転移温度(TF)は 60K付近で変化し

ないことが分かっていた。本研究では融解塩電解

法により La5Mo4-xCoxO16を作成し，磁性について

詳しい研究を行った。 

 いくつかの試料に対して磁場を c 軸方向にかけ

たときの磁化の温度依存性の結果を図 1に示した。

図 2 に示したように，La5Mo4-xCoxO16の Co 量が

増加すると反強磁性転移温度は単調減尐に減尐す

るが，強磁性転移温度はほとんど変化しないこと

がわかった。 

 磁気抵抗に関しては La5Mo4-xCoxO16 でも

TF<T<TAFにおいて，図 3に記したように磁気抵抗

が 0.1T付近で負の磁気抵抗が観測された。この低

磁場での磁気抵抗の絶対値を温度に対してプロッ

トしたものを図 4に示した。Co置換量が増えるに

つれ，弱磁場の磁気抵抗は小さくなることが分か

った。また，5Tでの正の磁気抵抗を温度に対して

まとめたものが図 5 であるいずれの試料において

も高磁場の磁気抵抗は TAF 付近で極大値をとるこ

とがこの試料でもわかった。 

 また，La5Mo3.65Co0.35O16は低温・低磁場で緩和

現象を起こすことが分かった。5Tで磁場中冷却し，

複数の温度下で零磁場での磁化の緩和と，複数の

磁場中で 40K での磁化の緩和を測定したものを図

6と図 7に示す。これらの緩和の結果を二つの指数

で fitting して緩和時間τを求めたところ，次の関

係が成り立つことが分かった。 
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この式から，低温では 0 の値が大きいため強磁性

状態が存在するように見え，温度が上昇すると緩

和時間が短くなり反強磁性状態が現れたように見 

 えたと考えられる。 
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  図 1 磁化の温度依存性  
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図 3反強磁性状態における磁気抵抗 
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図 4 低磁場での磁気抵抗の増加率 図 5 高磁場での磁気   

                                     抵抗の増加率  
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図 6 零磁場下での磁化の緩和 図 7 40Kにおける磁化の緩和 
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図 2 Co dope量と反強磁性

転移温度(TAF)と強磁性転移

温度(TF)の関係 



 


